U 311

Hersteller: VEB Mikroeiektronik ,Karl Liebknecht” Stahnsdorf

Si-npn=Darlington-Leistungsschalttransistor

Anwendung: Kfz.-Zindschaltungen
Schalten indukiiver Lasten

Besondere Merkmale: Multiepitaxiel-Mesa-Technik
Monolithischer Darlington
Integrierte Schutzdiode
Glaspassivierung
hohe Sperrspannung
grofe Robustheit

Befestigungsblech und Kﬁhlfaﬁne
mit Kollektor verbunden

Kennzeichnung

Kunststoffkdrper

Masse max. 4 g

Bild 1: GehBuse
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Bild 2: CGreunzwert der Gesamtverlustleistung
in Abh#ngigkeit von der Gehiuse-~
temperstur

Diese Werte gelten im gesemiten Bereich der Sperrschichitemperatur, wemn nichts anderes sngegeben

sehlisgsen

Dover <10 g

iste
Kurge Bine .
zedichen mine Type bil=h:dN heit Bemexrkung
Kollektor-Emitter- U 450
S pannung CEV BE
Uopg 450 Upp
UCEO 400 IB
Emitter-Basis- U 5 v
Spapnung - EBO
Kollektorstrom ICsat T A Empfohlener Wert
fir Normelbetrieb
{Nennstrom)
IC 10 A
Toy 15 & by & £E 0,1
~Ic T A 15 ger
. £ £ . In-
oy 15 A t, & 10 ms, S5 0,15 Ty
Vers=
diode
Basisstrom 13 245
Ipy 5 tp H JE 0,1
Gesamtverluste P 105 W T =
leistung tot ¢
" Sperrschicht- T, 150 %
temperatur J
Geh8usetemperatur I, =40 150 e
Zugkraft en den An- . 10 X einmelig beim Bilegen
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Grenzwerte (Fortsetzung)
Kurze 4 Eine
zeichen mine t¥Pe maxe heit Bemerkung
Druckkraft an den ‘ 2 ¥ einmalig beim Montieren
Anschliissen ’
Anzehl der Biegungen ‘ 1 nur abwickeln ohne zuriicke
der Anschllisse zubiegen . o
Biegewinkel = 90
Biegeradius 2 1,5 mm
Abstend vom Kunststoff-
kérper £ 1,5 mm
Kenawerte (vei Ty = 25 °¢ - 5K)
. KurzH Eine-
zedichen mine type mex. helt  Prifbedingungen
Kollektor<Emitter- U, 400 v -In = 0; I~ = 0,14
o {BR} CEO B > =G s
Durchbruchspennung tp <« 1 mg, Einzelimpuls
Kollektor-Emitter- I 1 mh Vo = 450 V, Uy = O
Reststron CES : CE ? UBE
Emitter-Basis- I 1 mA In =0, U =5V
Reststrom EBO ¢ ?UEB
Kollektor-Emitter- U.._ ’ ) 1,8 V In= T4
SE1tigungsspannung CEsat ’ c
Basis-Emitter- U 2,5 V  I,=0,144 t_<1ms
séttigungsspannung BEsat ’ B ’ P
KellektorfBasis hZTE 200 IC = 3 A Einzele
Stromverbéltnis ‘ , UCE =5 v impuls
Hegative Kollektore- UGE 3 v mlc = IF = T A
Emi tter-Spannung
Durchlefspannung der
Inversdiode U .3 v
M
Speicherzeit ts 3 /v Ohmsche Last IC = T A
Abfellzelt tf . 2,3 s Ip = 0,14 4, UBE(off) = =5 V,
; » UCC = 200V
Irmerer Wirme~ Rina 1,2 K/W '
widerstend thie !
Bestellbezeiéhnuﬂg

Bezeichnung eines Leistungsschalttransistors vom Typ SU 311:
Trensistor SU 311 TGL 45039

tendards
Erzeugnisstandard TGL 45038
Erzeugnisgruppenstandard TGL 24247
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